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taciones térmicas, del tipo que tiene une disposicién or-

* denada de elementos celefactores selectivamente activas =

disposicidn integrada de elementos de calefaceidn semicon

S una disposicidén de circuitos semiconductores integrados,-

preparada segin necesidades para satisfacer diferecntes =~

~car una disposicidén de circuitos semiconductores integra-

- dos Util como presentacidn térmicae

- do por referencia a la sigulente descripcién detallada, =

- media en la fabricacidn de la disposicién de elementos ca

requisitos eldctricos y témicos, y Mtil pare una presens-

LA

La presente invencidn se refiere s presen-

,,,,,

dos para dar una presentacidn de informacidn sobre un me-.

teriel témmicamente sensible, y més en particular a wa -

ductores y una matriz de excitacidn para la misma, asi co

mo a los métodos de fabricarlas.

Es objeto de la presente invencidn une pre

sentacidn térmica simplificada y perfeccionada.

Otro objeto de la presente invenclidn es ~—

tacidn térmicae
Otro objeto més de la presente invencidn -

regside en un método simplificado y perfeccionado de fabri

Otros objetos, rasgos caracterdsticos y =

ventajas de la invencidn pueden comprenderse del mejor mo

tomada en unidn de los adjuntos dibujos, en los que se in!
dican con los mismos nimeros de referencia las partes si-
milares, y en los cueles:

- 1la figura 1 ilustra una disposicidn in-

tegrada de elementos calefactores semiconductores, y una

matriz de excitacidn, conforme al presente inventoj l

- la figure 2 ilustra une estructura int e_x;?

;
|
:;



10

15

20

25

30

26mb=69

lefactores semiconductores inteérados ¥ la matriz de exci

!

tacidn de la figure 1j ‘
} - la figura 3 ilustra el disefio de intex\-,;

conexiones de los elementos calefactores y la matriz de -
excitacidn, en le superficie de la estructura de la i’igu-‘

ra 23

- la figure 4 ilvetra el disefio de inter—
conexiones pera la conexidn exterior a los elementos @3 ~
celefaceifn y & la matriz de excitacién de la figura 13 ‘

y , :
- la figura 5 ilustra el cireuito eléetri

co incorporado a la disposicidn de elementos de cale:f.’ac—-%
cidn integrados y a la matriz de excitacidn de la figurae (
Le

.La figura 1 ilustra una disposicién de = =~

tres por cinco elementos calefactores de tipo mesa emim—

conductores, situada dentro de la ventanilla 3, y la ma-—
triz de exeitacidn 4 sobre la cual estd situado el mate- -

rial témicemente sensible, formando una presentacién die

. némica de informacidn del tipo descrito en la patente =
% de EE.UUo 343230241 de J.We Blair y cols., en la que 8¢ =
! usan los materiales termocrémicos alli descritos o sobre

la cual ge hace pasar un material térmicamente sensible =
‘ y especialmente tratado, formando una presentacidén permas
nente de informacidn, o dispositivo impresor, del tipo --

descrito en la solicitud de patente afi{n, EE.UU. nimero -

4924174, de Emmons y col., presentada el 12 de octubre =

!

de 1.965 y cedida &l mismo cesionario del presente inven-

b

t0e

Sobre un soporte aislante 1 que puede ser
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. de un material adecuado cualquiera (por ejemplo, de un -

: cerémico, vidrio o zafiro) se monta una pastilla aenico_z}’
i
" duectora 2 de silicio monocristalino y de menor tamafio, -

por medio de un adhesivo aislante de buenas propiledades ~
5 de aislamiento t8mico y eléctrico, tal como un eapch:I.'d-Q.'i
Cada elemento calefactor de la disposid. én |

comprende un cuerpo semiconductor monocristalino en féma!
de meseta o "mesa", y contiene un elemento calefactor en
: &l formado por la cara inferior de la mesa junto al 'sbp'o;
10 ‘te 1, de modo que, al activarse el elemento calefac'i;or; -
‘en la superficie superior de la mesa se forma un punto de‘
recalentamiento local que da un punto localizado en el ==

Z material térmicamente sensible que hay encimae Un grupo

| de elementos calefactores selectivamente activados forma
15 " en el material térmicamente sensible un grupo de puntos =
| que define una representacidén de cardcter o de informa~ -
cidén, presentada en el materizl témicemente sensille.

Las mesas que constituyen la formacidn o -

disposicidn ordenadm de elementos calefactores estén als=!
I

20 ladas entre si por el aire, y unidas por un disefio de com!

nexién metélica por debajo de las mesas, entre la oblea ~|

| semiconductora 2 y el soporte 1, diseilo que interconecta

!
los clementos calefactores de las mesas en la deseada con|

;figuracién de circuito. La matriz de excitacidn pars acw.

25 étivar salectivemente los elementos de calefaceidn y sumiw-|’
5§n:i.asrt;raril.eaa la energf{e deseada ésté situade en la pastillé.!
:-semiconductora 2, en el drea designada en general con el f
imimero ‘40 Los elementos de circuito que constituyen la -i
;matriz de excitacidén formen parte integrante de la pas‘bi-;

30 ;lla semiconductora 2, separades por unién PN entre s{ e =

|
t |
| |

26=6~69 1
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' interconectadag en la configuracién de circuito deseada -;
i por medio de un disefio de conexidn metdlica que va por d_gg
! bajo de la pastilla 2, entre sta y el soporte 1. La for.
{ macién o disposicién de elementos de calefaccidn y la —
f triz de excitacidn estdn tembidn interconectadas en la --
E configuracién de circuito deseada, por medio del diselle =
; de conexifn metdlice existente entre la pastilla 2 y el -
goporte 1. '
La pastilla semiconductora 2 es en'l:erirza,
excepto en el 4rea de la ventanilla 3 en la que estén si-i
tuados los elementos calefactores aiglados por airej . y,-g
por consiguiente, la superficie superior de la pastilla --'
gemiconductora 2 presenta un soporte bueno y més _unifo:rmei

para la colocacidn o el paso del material t&mmicemente =-

gensible por encime de la disposicidn ordenada de elemen—.

: o8 calefactores.

El digeflo de conexidn metdliea situado en-.

jtre la pastilla semiconductora 2 y el soporte 1 se extien,

ifde saliendo hasta unas dreas o placas de conexidn gitugme'
i das encima de las eberturas 5 y 6 y 7 del soporte 1, para
{poder efectuar a ellas la conexién exterior a través de =
ilas aberturas por la cara inferior del soporte 1, en tan-
L0 que las conexiones externasg estdn formadas en la cara
inferior del soporte 1 y se quitan del material témica-—-:

nmente sgensible situado encima de las mesas. ElL digefio w=

de conexidn metélica situado entre la pastilla semicondug

tora 2 y el soporte 1 une mecénica y eléctricemente las --
;‘mesas aislades pordrey y las conecta eléctricamente a
los elementos de circuito de la matriz de excitacibn, es—

f.
1
i'l:ando soportado en el adhesivo epoxfdico que descansa en-
| .
{
{
'
i
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que, de no ser as{, habria de disponerse exteriormente a
la disposicidn de elementos calefactores, y permite a la l
| disposicidn de elementos celefactores funcionar directam—

. mente alimentada por fuentes de excitacidén de baja potenw

"do a masa y la base del transistor va conectada al eireni,
‘4o de excitacidén (esto es, &l emisor del transistor agom-:

_ciado en el eircuito de excitacidn)e

;
tre 1la oblea saniconductora 2 y el soporte l.

Cada mesa contiene une pareja o agrupacidn
de transistor y resistencia, selectivamente activada de -

manera que la potencia disipada por la resistencia produ=
i

ce el “punto celiente" en la superficie superior de la =i

mege seleccionadae. Il transistor de cada mese desempefia ;

una funcidn ectiva de control o de amplificacidn, de manei

ra que el calor generado por & facilita la creacidn del | ]

Wpunto celiente". Ademds, un elemento activo de cads, me—;

sa eminora la necesidad de una amplificacidn de eeﬁales -

cige
La pareja de transistor y resistencia de =

, 1
cada mesa egtd ilustrada en la figura 5 (%transistor T14 |

y resistencia Rl4, por ejemplo), en unidn de sus circui-

tos de excitacidn asociados (transistor 729, resistencia ‘

| R429, resistencia Ry29 y resistencia Rp29, por ej emplo) --;

j
Cada pareja de transistor-registencia va interconectada =!

de manera que uno de los extremos de la resistencia estd

conectado al colector del tramsistor, y el otro extremo -‘

|
' de la resistencia va conectado a una fuente VG de tensidn)

;positiva, mientras el anisor delv'bransia'bor estd conecta—-k

|
i
|

Al aplicarse simvlténeamente impulsos posi.

.bivos en el teminal de entrada I29 y en el terminal PG,-;%
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|
l
|

}
}

b

se pone en conduccidn el transistor T29, haciendo que 1a§

' tensidn en el amisor del transistor 729 adquiera un valor§

més positivo y dispare el transistor Tl4, originando el -f'

"punto caliente" en la superficie de la mesa en la que es

' tén situados el transistor Tl4 y la resistencia Rl4. La i

i 1{nea PG estd conectada a todos Los trangistores, T29,--'

| i
i 230, por medio de las resistencias RBZ9, RB30’ de manera

que la aparicién simulténea de un impulso positivo en PG
y en una (seleccionada) de las entradas I29 § I30 hapel-i
que se ponga en conduceidn el transistor seleccionada Q29j
6 130 y a suvez dispare el elemento calefactor seleceio-;
nado . ' ;

En el ejemplo dado, disposicidn de tres —
por cinco elementos calefactores, existen 15 mesas, un ni

mero correspondiente (15) de parejas de‘transistor-resis-f

| tencia (T14~R14, P15-R15), otros 15 transistores de exci-

; tacién (729, 730) correspondientes, y las 15 entradas co-

. rrespondientes (I29, I30).

La forme de constiucecidn de la disposicién;

" de elementos calefactores y la matriz de excitacidn de la:

figura 1 puede comprenderse mejor estudiando la sigulente
descripeidn del procedimiento de fabricerla.

Con referencia a la figura 2, se ilustra -é
en ella una pagtille semiconductora monocristalina 2, en-
teriza, de silicio de tipo P. ILasg parejas de transistor-
resistencia paera los elememtos de calefaccidén comprendeﬁg
unag regiones difundidas en la superficie de la pastilla ;
2; las cunales se designen con los sgimbolos T1 a T15 inch
give, y, respectivemente, Rl a HL5 ;anlusive, y estén si-

tuades en el Area designada con el numero 3. EL 8 iluge-
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" difusidn de colector de tipo N, y de una misma pieza o en
" teriza con ella, de manera que uno de los extremos de 1la
' registencia 15 estd Shmicamente conectado al colector 9 =

. inclusive comprenden cada wno una regidn de colector Aim=

:P ¥y una regidn de emisor difundida de tipo Ne Cada tran-

gistor de execitacidn T16-T30 lleva asociada una resisten~

‘tores de los transistores de excitacidn T16-130e ILas re-

gistencies difundidas Rczl-RGZS tienen un extreamo CONGCwme=

RBlG-RBSO son unas reg:.ones de tipo P difundidas en la ==

tra el drea que va & tener forma de mesa. En tanto, cada;

transistor T15, por ejemplo, comprende una regidn de co--%
: !

lector 9 de tipo N difundida, una regidn de base 10 de --f
tipo F difundida y wna regidén de emisor 1l de tipo I di-—g

{
fundida. XLa resistencia R15, por ejemplo, comprende - una!

t

region de tipo W difundida hecha al mismo tiempo que la =

i

{

interiomente gl materisl semiconductors

Tos trangistores de excitacidén T16 a T30 -

fundida de tipo N, una regidén de base difundida de tipo -

cig de colector, R016~R030, respectivamentes. TLas res:i.sa!--2
tencias de colector Rcls-RGBO comprenden cada una uns re-
gidn difundida de tipo N hecha gl mismo tiempo que la res
pectiva difusidn de colector del transistor excitador, =—-
de manera que uno de los extremos de la resistencia de cg
lector es enterizo con el colector de su transistor exci~
tador asociado, en tanto que las resistencias de colector
Rch-Rc30 lleven su otro extremo respectivamente conectg

do por el interior del mabterial semiconductor a los coleg

tado por el interior del material semiconductor, respec—-

!
tivamente, a un exbremo de las resistencias difundidas ==,
i

RC3°’ R 29, R 28, R 27 YR 26- Las resistencias de base

. i
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superficie de la oblea semiconductora 2. Estas reslgte.. o

. cleg de base han de ir conectadas a los electrodos de ba~:
; se de los respectivos transistores de éxcitacién T16~- --:
i{l.‘BQ- Las resistencias de emisor RE16-RE30 gon unas re-‘-g
; giones de tipo P difundidas en la superficie de la oblea :
! gemiconductora 2, y han de ir conectadas a los electrodos‘;

: de emigor de los respectivos t ransistores excitadores - -
| 16~T30. Una regidn de tipo N difundida en la superficie§
de la oblea semiconductora rodea a cada una de las regio-?
nes difundidas de tipo P que congtituyen lasg resistenciasé
de bage y emisor Rpl6-30 y Ry 16-30, a fin de proporcionax;'
¢l deseado aislamiento o separacidn por unién PN entre =
los elementos de circulto del material semiconductore --l}
Unas regiones del tipo N fuertemente implorificadas, TBl-n‘1

Tgl5, constituyen unos tineles conductivos en la oblea ==

semiconductora 2, para tener una conexidn eléctrica Shmi-.
ca entre log electrodos de base de los respectivos tran-'
isiétores T1~T1l5 y los diversos elementos deé circuito de --
?la matriz de excitacién. Una regifn difundida de tipo ==
:rN fuertemente impiorificada, TyC proporciona un tlinel con
%ductivo en el mebterisl semiconductore En la superficie -
;de la oblea semiconductiora 2 se disponen tres regiones =
;PG difundidas de tipo N fuertemente impiorificadas, reg~—.
ipectivamente préximas a los tres grupos de resistencias -

}3316-20 ~ Rgl6-20, R 21~25 = R21-25 y R 26=3 O - R 26-

'30. Ta unién PN formada entre un timel de tipo Ny el e
i
i
i

substrato de tipo P subyacente sepsra y aisla los 'bt'melesf
| entre s{ y de los demds elementos de circuitoe
Log transigtores, resistencias, tinel es y‘

!
'uniones aislantes o separadoras se forman en la superficie
! '
!
|

i
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~de la pastilla 2 utilizando el procedimiento de formacidn

ducen por métodos fotolitograficose Lios contactos o inw!

planar, en el que sobre la pastilla de siliclo de tipo P §

de la resistividad deseads se degarrolla por crecimiento [

térmico una pelicula de 6xido, colocando la oblea en‘un =!
horno a elevada ‘temperatura y haciendo pasar sobre eli’a -‘
un agente oxidante. Ta pelicula de didxido de silicio ==

resultante actia de medio protector o de emmascaramiento

contra las impurezas que méds tarde se difundan en la oblei}a.

' En la pelicula de dxido se producen agujeros que permi- -l

|

"$an a los sucesivos procesos de tratamiento de difusidn -1

formar las funciones de transistor, resistencia, tirel ==
y separacién o aislamiento. Estos agujeros, que formen -
parte de diseflos de distribucidén de los elementos de cir=

cuito deseados, tiUneles y regiones de separscién, se pro-

|
H
terconexiones entre los elementos de circuitos se hacen =

por métodos fotolitograficos similares, utilizando, por -;

ejemplo, aluminio veporizado sobre €l éxido para formar =
un diseflo metélico que conecta entre s{ los elementos de .

circuito y termine en unas placas de unién para las cone—?

xiones exteriores. El disefio de conexidn comprende unas ,
. -

" tiras conductoras, en la pelicula de dxido, que se extien

den hasta unas aberturas practicadas en ésta, para dar -

‘lag conexiones deseadase

.la figura 3. Un gran plano de masa conductor, designado

El disefio metdlico de conexidén formado en

el éxido de la pastilla semiconductora 2 se ilustra en =

_con el simbolo de "mesa" en la figura 3, interconecta to-

dos los emisores de los transistores T1-T1l5, e interconec

;'ba uno de los extremos de lasg resistencias de emisor = -

1
1
!
|
t
|
|
1

-10 = : 5
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i RE]'G','3°‘ en la figura 3 se ilustran las resistenciag = =

1

| de masa se conecta a estas resistencias de emisor. Ia --

| REZO, RE25 y REBO, para mostrar el lugar en que el plano

\ $ira conductora Vc interconecta un extremo de todas lfas -;

5 ! resistencias H=EL5 con uno de los extramos de las resig-;
i tencias de colector Ryl6-20. La tira conductora V} inte_x_‘_;
| conecta los teminales comunes de las resistencias de'co—-i

! lector Ry2l-R,30 (designados Vo en la figura /3) con unoz :

de los .extremos del tinel T,, (designado V'y en la 'f:igu-f:

Ve

10 ra 2). Lea tira conductora 36 conecta la base del tran'sig
}

tor T15 a uno de los extremos del tinel Tpl5, y la tira -

conductora 37 conecta el otro extremo del bunel TBls con

el emisor del transistor T30 y con un extremo de la resis.

tencia del emisor Rp30e La tira conductora 38 conecta iaﬁ
|

15  base del transistor Tl4 a uno de los extremos del tinel =

‘14, ¥ la ira conductora 39 el otro extremo del tinel
'.I!Bl4 el emisor del iransistor T29 y a uno de los extre- -
‘mos de la resistencia de emisor R.29. De igual manera, -,

'las bases de todos los transistores T1-T15 egtén conecte~’

20 :das por medio de los tineles P1-15 a los emisores de los

ftransistores T16~30 y a las resistencias de enisor - - -

1

!
TRE].6-30. Las tirags conductoras 21-35 se conectan respecs=

;tivamente a las bases de los transistores 30, 29, 28, 27,
| :

izs, 21, 22, 23, 24, 25, 16, 17, 18, 19 y 20 y & uno de —~
25 !los extremos de sus resistencias de base. Las partes - -

iagrandadas de 21-35 se actuarén como placas més adelante ’
i;de conexién exterior, y més concretamente como entradas -
gpara activar selectivamente los elementos calefactores. —t
lEn tanto, la placa de conexidn de la figura 3 corresponde

30 a la entrada 130 de la figura 5, y la placa de conexién -

26=6~69 - 11 -
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"tremo conectado al tinel PG en la parte superior de la —'

&'4-.

'\ “i.f

22 de la figura 3 corresponde a la entrada 129 de la figu’

frtst 5e

Los demds exiremos de las resistencias deE
base R 16-30 estén conectados a los tineles PG ilust-radosig
en la figura 2, y los extremos de estos timneles esténf in-g

~terconectados por la tira conductora PG de la figura 3.'-%

Por ejemplo, la resistencia de base RBao tiene su otro

1
5
:figura 2 por medio de la tira conductora 4l ilustreda eni
la figura 33 la resistencia de base RB30 tiene su o‘rro -
E extremo conectado al tinel PG ilustrado en la parte nedia
de la figura 2, por medio de la tira conductora 40 iiiJs-
trada en la figura 3§ ¥y la resistencia de base B326 tie=
.ne su otro extremo conectado al timel PG indicado en la -
‘par‘he inferior de la figura 2 por medio de la tira conduc.

tora PG' ilustrada en la figura 3.

Hay que decir que cuando una tira conducto
ra cruza por encima de un timel, por ejemplo, la tira con

ductora Vc en su cruce por encima de los tuneles T, l-

B
T 10, la capa alslante de 6xido de silicio que hay en la

?)
!
I
superficie de la oblea semiconductora afslau la tira condu_t_:i
tora del tUnel conductor, de manera que no hay interz‘.‘erenE
‘cia eléctrica. i

Por consiguiente, la matriz de excitacidn !
Ipor ser mds compleja y necesitar nés elementos de circui-!
:'bo que la disposicidn de elemenmtos calefactores, ocupa =~
iuna érea de la oblea semiconductora mayor que la de la = !
d:.spos:n.cion de elementos calefactores, y egtd cerca ds é _s_ ;

'ba, en tanto que las dos se f£abrican durante las mismas -~

operaciones de procedimiento y sujetas a los mismos am- -i

' l

! |
!
= !

5 -12 -

': h
+ &
fw

t%ﬁ%
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;bientes. Se elimina s la necesidad de circuitos exterig' l

¥

) ‘Rv
F Y

| res de excitacidn, y se reduce el cemino de conexidén.

Después de trateda la pastilla semiconduc-
tore., que incluye la disposicién de elementos calefacto-—

‘ res ¥y la matriz de excitacidn con el deseado disefio de in
x

i terconexiones, segun ge ilustra en la figura 3, la pam:i-;j

‘lla se vuelve de arriba a abajo y se monta en un soporte :
aislante 1 més grande, con arreglo al procedimiento des--:_;
crito en la solicitud de patente afin de EE.UU. nimero -
6504821, de Edward M. Ruggiero, presentada el 3 de juli'o ‘
de 1967 pajo el t{tulo de "Presentaciones térmicas an »-?
las que se ubilizan circultos integrados aislados por ai—%
re, y métodos de fabricarlas" y cedida &l mismo cesionari{;
de la presente. As{, sobre las 4reas de placa de cone= -g

xién designadas por los puntos 21-35, PG!, RE30, vc yG ..

- en la figura 3, se aplica selectivamente un agente de se-;
%paracién que comprenda un material de fobo~reserva. A --;
. continuacidn se aplica un adhegivo epoxidico sobre la ~ -:
3pas"a:i.ﬁl.la saniconductora en el disefio de interconexiones -
‘metélico, el Sxido de silicio y el material de foto~reser
Eva. El adhesivo epox{dico se adhiere al'éxido de silicio
;y al metal del diseflo de interconexiones, pero no al mate
}rial de foto-reserva. La pastilla conductora se vuelve -,
luego de arriba a gbajo y se monta en el soporte aislan’ce‘
1 (figura 1), con las placas de conexidn 31~35, VC y G --f

superpuestas a la asbertura 5, las placas de conexidn 26=

‘0 y VC encima de la abertura 6 y las placas de conexidn

;’21-'25, REBO y PG' superpuestas a la abertura 7. Estag we.

iplacas de conexidn estén alinegdas con las sberturas 5 a
-

i
!

|7 de tel manera que resultarén accesibles a través de las

| ;
& |
‘ - 13 -
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aberturas practicadas en el soporte. x

La figura 4 ilvstra visto por abajo, el -i

]
i

2 soporte 1 y las aberturas 5 a 7 con las placas de cone- -
" xidn epropiadas situadas encima de las aberturas. o

A continuacic'm. se endurece el adhesivo 31)9_
. x{dico hasta comvertirlo en un sdlido rigido; ¥ durém;e
el tratemiento de curado o endurecimiento inicial, la vig &
cosidad del adhesivo epoxfdico decrece eonsiderablemerite,%
‘antes de su polimerizacién y endurecimiento. Esta nenor

viscosidad del edhesivo Facilita la Fluencia del adhemime

vo epoxidico, que no "mojard" ficilmente el material de =
foto~reserva, y, por tanto, hard que el adhesivo epoxidi-
60 se aparte del materizl de foto-reserva, recogiéndose - !

en las 4reas que rodean al material de fotoproteceidn, -

de modo que forma un meniemo con la pared de las abertu—
ras 5 a 7 del soporte L.
Tras el completo curado o endurecimiento -‘

i
del adhesivo epoxf{dico, se quita el material de fotoprotec

T
cidn por métodos usuales, quedando las placas de conexién!
t
libres de adhesivo epoxidico y limpias parz hacer buenas

conexiones eléctricas a las mismase |
b

La superficie superior de la pastilla seml:

i

{

conductora, que es la superficie alejada o distante de —!

‘los elementos calefactores y de los elementos de matriz = |

.de excitacidn, se quita haciendo la pastilla semiconductg !
: i
‘ra todo lo delgada que se quiera. Esto puede conseguirse'i

en una sola etapa o en varias, usando métodos de lapeado ‘
.0 esmerilado, chorro de arena o ataque quimico. Ahora -—I

:bien, se mantiene la integridad de las uniones PNe. Como

+
f

1 v
‘el material témicamente sensible estard situvado o se ham!
* i
; ‘
[ i

-1ld -

1
l
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bré puesto encima de la superficie monocristelina dé 19. -
‘ pastilla semiconductora, resulta pulimentado quimica o me;

cdnicamente.

i
; Desaparece entonces el material semicon«--.
I " ductor de la pastilla. 2, en torno a cada pareja de tx ‘
’ i

j formaeidn de tres por cinco mesas separsdas por aireo - En;

sistor-resigtencia de un elemento calefactor, quedando la:

!
cima de le superficie superior de la pastilla 2 se splica:
una capa de foto~reserva, y sobrs ella una fotomdscarg —

para habilitar el disefio de exposicidn deseado para la cg;

pa de foto~reserva. La capa de foto-reserva se impresio-'
na o expone luego & través de la :E‘oi:oméscara, se revela -:
y se quita selectivamente, dejando al descubierto las - -f
| dreas de la superficie del semiconductor que hay que qui:-é

tar. Con la capa de fotoreserva definiendo el disefio de—f

! gseado, ge ataca el mabterial semiconductor hagta llegar —
: a la pelfcula de 6xido de siliclo, dejando las formas dai
émese‘ca o0 mesas separadas por el aire, ilugtradas en la f_:g,
| gura l.
| La figura 1 ilustra la foma resultante de:
%la pastilla semiconductora 2, en la que estd situada la -l
? formacidn o disposicidn ordenada de tres por cinco mesas :
| separadas por aires

Con referencia ahora a la figura 4, y mi--?
rando a la cara inferior del soporte alslante 1, hay un -

diseflo metdlico previamente aplicado a la cara inferior -

del soporte aiglante, que se va a conectar con las a:lmohgf
; i
| dillas de unidn de la pastilla semiconductora. ILas cone~'
| : ‘

11 xiones 42 egtén hechas entre las placas de conexidn y las

i | tiras conductoras por la cara inferior del soporte a::.slan

'
4
i
i
!

- 15 =
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posicidn de elementos celefactores que se analizd anfes -

en relacidn con los teminsles de entrada I

‘iy potencial de masa gl sistema.

fines de la presentacidn se pone en contacto directo con
-las mesas de silicio monocristalino, que son muy delgadas,

permitiendo as{ un alto grado de comunicacidn térmica en=-:

vo y no limitativo de la invencidn. Las personas verge—-

te 1, a través de las aberturas 5 a T practicadas en el i
‘mismoe f

Como puede verse, las tirag terminales = -I
. 21-35, en unidn de la tira terminel PG', proporcionan .los;
terminales de entrada para activar selectivamento la dis-%

1

2g? T30 ¥ FE =

de la figura 5 Las tiras Vo ¥ G hacen de teminales de‘

-alimentacidn dando las conexiones de tensidn de colector

El material témicamente sensible para los

tre las mesas y el material témiceamente sensibles Ig ==
|
disposicic'm de elementos calefactores tiene un alto grado§

de aislamiento eléctrico y témmico entre las mesas, Yy re-,;

sulta especialmente adecuada para las aplicaciones de pre

gentacidn témica, en tanto que con ella pueden int egrar«-f
se, con aislamiento eléctrico y témmico adecuado y en = =!

i
gran densidad de agrupacidn, los elementos de circuito quel

constituyen la matriz de excitacidne ;
i

La disposicidn de mesas en mimero de cinco i
por tres se da aqul a t{tulo meramente ilustrativo, pu= =
diendo elegirse cualquier nimero y forme para la c'iisupo:a:l.---!t
cibn, segin el cardeter de la informacién que se deses == |
presentar en el material témmicamente senaibles i
Se gobreentiende que la forma de realliza- -,"

!
:ci.én arriba descrita no es sino un mero ejemplo ilustrati

4
o
|

= 16 -

A

Wae
} WSS et
ity

[u £

.
n

4



10

15

20

25

30v

das en la materia pueden sin dude ldear otras numerosas
disposiciones, sin apartarse del espiritu ni salirse del
dmbito del invento, tal como lo definen las reivindica=~=

ciones siguientes.

v i mgae sy

- REIVINDICACIONES =

Los puntos de Invencidn propia y nueva que
se presentan para que sean objeto de esta golicitud de =
Patente de Invencién, en Espafia, por VEINTE afios, son —-

los siguientes:

l.~ Una disposicidén de presentacibn tér-
nica que incluye un circuito semiconductor integrado que
comprende un subsitrato aislante; una pastilla semicon=-
duectora que tiene una primers de sus caras montadas en -
dicho substrato aislante por medio de un adhesivo aig- -

lante, comprendiendo diche pastilla semiconductora una -~

pluralidad de partes de pastilla fisicamente separadas
que constituyen una formacidn o conjunto ordenado situa-

do en une primers Area de dicha pastilla partes de pasti

- 17 -



lla que respectivamente comprenden unos elementos de disd
pacién de calor en dicha rrimera cara, estando dichog w==—
elementos disipadores de calor aislados eléctricos y +ér
micemente unos de otros por la separacién f{sica de di~—
5 chas partes de pastilla; comprendiendo dichs pastilla -
semiconductora una pluralidad de elementos de circuito -
formados en la citada primera cara y situados en una se-
gunia area separada a distancia de dicha pastilla semi=-
conductora, y siendo el nimero de dicha pluralidad de ==
10 elementos de circuito por lo menos tan grande como el nﬁ
mero de dicha pluralided de elementos disipadores de ca-
lor; en dicha segunda frea de la citada pastilla semi--
conductora, unas uniones PN gue afslan eléctricamente di
cha plurglidad de elementos de circuito unos de otros a
15 través del material semiconductor, siendo totelments en=-
teriza dicha segunia dree de dicha pastilla semiconductg
ra3 y medios conductivos situados entre dicha primers -~
cara y el citado substrato aislante, que interconectgn -
eléctricamente dichos elementos disipadores de calor y =
90 los mencionados elementos de circuito.
2e-  La disposicidn de la reivindicacidn
1, en la cual la cara opuesta de dicha pastilla semicon-
ductoras es esencialmente plana, dicha pastilla semicol==
ductora es de forma rectangular, y por lo menos dos law-
25 dos paralelos de dicha pastilla semiconductora son ente-
rizose
3o Ia disposicidn de la reivindicscidn -
1, en la que dichs segunda drea de la citada pastilla se
miconductora es mesyor que dicha primers adrea de la menw

30 cionada pastilla semiconductora.

26=6-69 - 18 -
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2“’&&! N e

4e- Da disposicidn de la reivindicacién

3, en la que el nimero de dicha plurslidad de elementos
de circuito es por lo menos dos veces mayor que el nime-
ro de dicha plurglidad de elementos disipadores de ca~ =

lore

5.~ La disposicidn de la reivindicacidn
2, en la que los otros dos lados paralelos de dicha pas-
tilla semiconductora son enterizos.

6o= Da disposicién de la reivindicacidn
1, en la que dichos medios conductivos comprenden una ==
pluralidad de tdneles conductores difundidos en dicha ~-
primera cara de la citada pastilla semiconductora. entre
dicha primera &rea y dicha segunda areae

To= Una disposicidén de presentacidn tér-
mica, que comprende: un substrato_aislante; una pasti=
1la semiconductora mds pequefia, que tiene uma primera de
sus caras montaeda en dicho substrato aislante por medio
de un adhesivo alslante, comprendiendo dicha pastilla s¢
miconductora una pluralidad de partes de pastilla fiéi—-
camente separadas que constituyen una formacidn o conjugy
to ordenado situado en una primers area de dicha pasti=-
1lla, partes de pastilla que respectivamente comprenien =
unas resistencias difundidas en dicha primera cara, eS=-
tando dichas resistencias difundidas aisladas eléotrice=-
mente y térmicamente unas de otras por la separacidn £{-
sica de dichas partes de pastilla, comprendiendo dicha =
pastilla semlconductora una plureglidad de transistores =~
formados en dicha primera cara y situados en una segunde
drea mds grande y separada a distancia de dicha pastilla

semiconductora, y siendo el mimero de dichos transisto—-—

- 19 -
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da pastilla semiconductora, unas uniones PN que afslan -

eléctricamente dichos transistores unos de otros a tra~—

vés del material semiconductor, siendo totalmente ente—-—
riza dicha seguﬁda érea de dicha pastilla semiconducto—-
raf ¥y medios conductivos situados entre dicha primera -

cara y el citado subsirato aislante, que interconsctan =
eléctricamente dichas resistencias y los citados transig
tores, para activar selectivamente dichss resistencliase
8o- Una disposicidn de presentacién. tér-
mica, que comprende: un subsetrato alslantej una pasti-
1la gemiconductora que tiene una primers de sus cares w-
montada en dicha substrato aislante por medio de ur adhg
sivo aislante, comnrendiendo dicha pastilla samiconductg
ra una pluralidad de partes de pastilla f{sicemente so-w
paradas que constituyen una formacidn o conjunto ordeng=
do en una primera drea de dicha pastilla semiconductora,
comprendiendo dichas partes de pastilla respectivamente
unee eolementos disipadores de calor en dicha primera ca-
ra, estando dichos elementos disipadores de calor alslag-
dos eléctricamente y térmicemente unos de otros por la -
separacidén fi{sica de dichas partes de pastilla, compren~
diendo dicha pastilla semiconductora una pluralidad de -
elementos de circuito formasdos en dicha primera cara, en
une segunds &rea Separada a distancia de dicha pastill -
semiconductora; siendo el nimero de dichs pluraliddd de
element os de circuito por lo menos tan grande como el nﬁ
mero de dicha plurglidad de elementos disipadores de ca-
lor; en dicha segunda area de la citada pastilla semiwe
- 20 -
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cha plurglidad de elementos de circultos unos de otros -

a través del material semiconductor, siendo totalmente -
enteriza diche segunda drea de la citada pastilla semie-

5 conductora; unos medios conductivos situedos entre di--
cha primera cara y el citado substraeto aislente, que in-
terconectan eléctricamente dichos elementos disipadores
de calor y la citada pluralidad de elementos de circul~-
t0; unos medios, conectados a dicha pluralidad de ele==

10 mentos de clreuito, para activar selectivamente dichos =
medios disipadores de calors y, junto a la cara opuesta
de dicha pastilla semiconductora, un meterial térﬁicémeg
te sengible y térmicamente acoplado a dicho conjuntévor-
denado de partes de pastilla.

15 Qe= Dig disposicidn de la reivindicacidn
8, en la que dicha cara opuesta de dicha pastilla semie——

conductora es esencialmente plana, y dicho material tér-

micamente sensible estd junto & una drea de dicha cera -
opuesta meyor que dichas primera drea, que incluye dicha

20 gegunda &reas
10.~ Lg disposicidn de la reivindicacién
8, en la que dicha segunda area es mayor que dicha primg
ra 4rea, y el nimero de la citada pluralidad de elemen--—

tos de circuito es mayor que el nimero de dicha plureli-

dad de elementos disipadores de calol'e

2

’ 11e~- DLa disposicidn de la reivindicacidn
8, en la que dichos medios conductivos comprenden unos -
tineles conductores difundidos en dicha primera cara de
la citada pastilla semiconductora, entre dichas dreas —=

30 primera y segunda de la mencionada pastilla semiconducto

26-6-69 - 21 = :
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12~ Una disposicidn de presentacidn &g
mieca, que comprende: un substrato gislante; en dicho -
subgtrato aislante, una pastilla semiconductora que com~
prende una pluralidad de partes de pastilla separsdas, -
situadas en una primera drea de dicha pastilla y que reg
pectivamente comprenden elementos disipadores de calor =
en una primera de sus caras, estando dichos elementos dj
sipadores de calor aislados eléctrica ¥y térmicamente = =
unos de otros por la separacidn de dichas partes de pase
tilla, comprendiendo dicha pastilla semiconductora una -
pluralidad de elementos de circuito formados en dicha =-
primera cara y situados en una segunda area, separada a
distancia, de dicha pastilla semiconductora; en dicha =
gsegunda drea de la citada pastilla semiconductora, muas
uniones PN que afslan eléctricamente dicha pluralidad de
elementos de circulto unos de otros, siendo btotalmente w
enteriza dicha segunda drea de la citada pastilla semi~-
conductora; y unos medios conductivos, situados ontre -
dicha primera cara y el citado substrato alslante, que -
interconectan eléctricamente dichos elementos disipadow—-
res Ge calor y dichos elementos de circulto.

13o~ Una disposicidn de presentacién tér
micae

- 22 -
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Tal y como s6 ha descrito en la Memorig we
que antecede, representado en los dibujos que se acompa~
fian y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintitres hojas eg

eritas a mdquine por wna sola carae

Madrid, Z'U P
P.A. .
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